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Superintendencia de Industria y Comercio

Ministerio de Desarrollo Econémico

Ref.:

S. D.

Expediente No. 00.069.182

Solicitud de Patente de Invencioén para:

“PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER UN SUSTRATO ELABORADO
MEDIANTE TECNICA DE VACIO.”

Solicitante: FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FORDERUNG DER
ANGEWANDTEN FORSCHUNG 6.V.

Yo, MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO, mayor de edad,

identificada y domiciliada como aparece al pié de mi firma, en atencién a su
auto No. 3330 Notificado por Estado el 12 de Octubre del 2000 y estando

dentro del término , atentamente me permito dar repuesta al mismo de la

siguiente manera :

Respuesta a las observaciones del funcionario examinador :

2.1 Adviarte el funcionario examinador que ~ No es clara la expresion
empleada en la cldusula 2: °...el sustrato mediants técnica de vaclo
de otro modo”; especificar a que se refieren. En la reivindicacién 10 *
...0n forma estructura??..’ la misma observacién se aplica”.

De conformidad con esta observacién, aclaramos que dichas

reivindicaciones presentaban errores de traduccién. Por lo tanto,

presentamos nuevo capitulo reivindicatorio en el cual las reivindicaciones 2

y 10 se han corregido de tal forma que las expresiones empleadas



especifican claramente a que hacen referencia. Dicha correccién se
presenta de la siguiente forma:

2. “Procedimiento conforme a la relvindicacibn No.1,
CARACTERIZADO porque, antes del recubrimiento con el mon6émero

orgénico, el sustrato es recubierto en otra parte mediante técnica de vacio.

10 “Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 9,
CARACTERIZADO porque el recubrimiento se retira en forma estructurada
de tal modo que forma una méscara para posteriores pasos de

procesamiento”.

2.2 “Establece el eaxaminador que las relvindicaciones de
procedimiento (métodos, sistemas y procesos) en genersl, estarén
definidos por Ias diferentes etapas que se levan a cabo en dl,
indicando, por clerto, las variables y su respectiva cuantificacion”.

Para atender a las observacién, el solicitante manifiesta que el
proceso reivindicado define diferentes etapas que se llevan a cabo en él
como por ejemplo: tratar una superficie del sustrato mediante técnica de
vacio , recubrir la superficie tratada con un monémero orgénico;

-recubrir el sustrato con forma de banda con el mismo monémero orgénico
antes de conducir el sustrato mediante un dispositivo gula;

- recubrir el sustrato con un monémero orgénico y retirar el recubrimiento
oen forma parcial o0 completa antes de una elaboracidn posterior del sustrato
mediante técnica de vacio;

- desprender el recubrimiento mediante calentamiento y/o mediante haces
de electrones, laser, radiacién de fotones y/o radiacién infrarroja etc.

Con respecto & las variables y su respectiva cuantificacién, el solicitante
menciona que en el proceso reivindicado es dificll definir pardmetros como

por ejemplo temperatura y presién debido a los diferentes tipos de
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materiales de recubrimiento. Todos los pardmetros dependen del material

que es utilizado para el recubrimiento.

2.3 “Menciona el examinador que las relvindicacionses se dividen por
su forma en independientes y dependientes, las primeras son las
que definen a Ia Invencitn en su forma més general y las segundas
definen a fondo cada caracteristica. El capitulo relvindicado
prassntado no cumple con dichos preceptos”.

Con el objeto de atender a esta observacién, presentamos un nuevo
capftulo reivindicatorio como sustitutivo del anteriormente presentado,
donde se cambi6é Ia expresién “conforme a una de las reivindicaciones
antes mencionadas” por la respectiva reivindicacién a la cual corresponden

como por ejemplo:

4. “Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 3,
CARACTERIZADO porque el tratamiento mediante........... ol

14 “Procedimiento conforme a una de las relvindicaciones 1 a 13
CARACTERIZADO porque se utiliza como sustrato un semiconductor.

Vale la pena mencionar que las reivindicaciones 1 y 6 son las
reivindicaciones independientes que definen la invencién en su forma més

general.

2.4 “Advierte el examinador que las reivindicaciones 26 y 27 deben

sor efiminadas, se entlende que el procedimiento es para proteger la
superficie de un sustrato y 6ste ya es reclamado (aungue
Inaxactamente) en las cldusulas 1 a 25”.

El solicitante no esta de acuerdo en eliminar las reivindicaciones 26 y 27
ya Qque mencionan caracterfsticas que no se establecen en las
reivindicaclones 1 a 25; como la proteccién de una superficie de un
sustrato, en especial durante el transporte del semiconductor o que el



procedimiento se emplea para fabricar una pieza bruta para disco etc. Por
lo anterior, el solicitante ha modificado las reivindicaciones 26 y 27 de la

siguiente forma:

26 “Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a
25, CARACTERIZADO porque se utlliza para proteger una superficie de un

sustrato, en especial durante el transporte del semiconductor, ....... ’

27 "Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 24

CARACTERIZADO porque se utlliza para fabricar una pieza bruta para
disco o una célula solar protegida contra influencias................ ol

2.5 “Con respecto al titulo el examinador establece que debe ser

redactado conforme a lo que so estd proteglendo en el capitulo
relvindicatorio”.

Con el objeto de atender a esta observaciéon presento nuevo tftulo de la
siguiente forma:
“PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER UN SUSTRATO ELABORADO
MEDIANTE TECNICA DE VACIO.”

Para tal efecto, presento nueva tarjeta temética, de archivo de
propietarios y nuevo extracto para la publicacién, el cual contiene ilas
principales reivindicaciones de la invencidn.

3. De acuerdo con las modificacionaes Introducidas, se adjuntan
los sigulentes anexos :

» Nuevo capltulo reivindicatorio
e Nuevas tarjetas de archivo temético, de propietarios, y nuevo
extracto.



Cumplido asf con lo dispuesto, atentamente solicito a Ud. se

continde con el trdmite correspondiente a esta solicitud de Patente de

Invencion.

Del Serior Jefe,

wgyon'in ndlose-

Margarita Castellanos Abondano

C.C. No. 39.779.654 de Usaquén

T.P.A. No.70819 del C. Sup. de Ia Judicatura
Carrera 9 No. 93 - 09 - Santa Fe de Bogoté
Teléfonos: 610 74 80 y 610 74 60

Santa Fe de Bogoté, D.C.,
xg/4770 23\“‘ 'M



REIVINDICACIONES

1. Procedimiento para proteger un sustrato elaborado mediante
técnica de vaclo de influencias fisicas y/o quimicas, CARACTERIZADO
porque se trata una superficie del sustrato mediante técnica de vacio y se

recubre a continuacién la superficie tratada con un monémero orgénico.

2. Procedimiento conforme a Ila reivindicacibn No.1,
CARACTERIZADO porque, antes del recubrimiento con el monémero

orgénico, el sustrato es recubierto en otra parte mediante técnica de vaclo.

3. Procedimiento conforme & una de las reivindicaciones 1 6 2,
CARACTERIZADO porque el tratamiento mediante técnica de vacio y el
recubrimiento en capas con el monémero orgénico se realizan en la misma

instalacion de vaclo.

4. Procedimiento conforme a una de las relvindicaciones 1 a 3,
CARACTERIZADO porque el tratamiento mediante técnica de vacio y el
recubrimiento en capas con el mondmero orgénico se realizan en la misma

cémara de vacio.

b. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 4,
CARACTERIZADO porque se recubre el sustrato con forma de banda con el
mismo monémero orgénico antes de conducir el sustrato mediante un

dispositivo gufa.



6. Procedimiento para proteger un sustrato de influencias flsicas y/o
qufmicas, CARACTERIZADO porque se recubre el sustrato con un
mondémero orgénico y se retira el recubrimiento en forma parcial o
completa antes de una elaboracién posterior del sustrato mediante técnica

de vaclo.

7. Procedimiento conforme a una de las reivindica-ciones 1 a b5,
CARACTERIZADO porque antes de una elaboracién posterior, en especial
mediante técnica de vaclo, del sustrato se retira en forma parcial o

completa el recubrimiento con el monémero orgénico.

8. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 & 7,
CARACTERIZADO porque se retira el recubrimiento parcialmente en forma

estructurada.

9. Procedimiento conforme a una de las relvindicaciones 6 a 8,
CARACTERIZADO porque despuéds de retirar el recubrimiento en forma
parcial 0 completa se expone el sustrato a una atmdsfera reactiva, en

espacial, a un plasma.

10. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 9,
CARACTERIZADO porque el recubrimiento se retira en forma estructurada
de tal modo que forma una méscara para posteriores pasos de

procesamiento.



11. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 10,
CARACTERIZADO porque se desprende el recubrimiento mediante
calentamiento y/o mediante haces de electrones, ldser, radiacibn de

fotones y/o radiacién infrarroja.

12. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 11,

CARACTERIZADO porque se desprende el recubrimiento en vaclo.

13. Procedimliento conforme a una de las reivindicaciones 6 a 12,
CARACTERIZADO porque el retiro del recubrimiento y la elaboracién

posterior se realizan en la misma cémara de vaclo.

14. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 13,

CARACTERIZADO porque se utiliza como sustrato un semiconductor.

15. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 14,
CARACTERIZADO porque se utiliza como sustrato un disco

semiconductor.

16. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 185,
CARACTERIZADO porque se utiliza como sustrato silicio monocristalino o

policristalino o amorfo.

17. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 16,
CARACTERIZADO porque se utiliza como monémero orgénico un

mondémero orgénico con un peso molecular bajo 1.200 daiton.



18. Procedimiento conforme & una de las reivindicaciones 1 a 17,
CARACTERIZADO porque se utiliza como mondmero orgénico por lo menos

en forma parcial una triacina.

19. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 18,
CARACTERIZADO porque se utiliza como monémero orgénico por lo menos

en forma parcial una 1,3,5-triacina o su sa!l o bien una mezcla.

20. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 19,
CARACTERIZADO porque se utliza como monémero orgénico por lo menos
en forma parcial melamina, ammelina, ammelida, &cido ciantirico, 2-
ureidomelamina, melamo, melemo, o sales de melamina como cianurato de
melamina, fosfato de melamina, pirofosfato de melamina o polifosfato de
melamina o melamina funcionalizada como hexametoxi-metilo-melamina o

melamina acrilato-funcionalizada o una mezcia de elio.

21. Procedimiento conforme a una de las relvindicaciones 1 a 20,

CARACTERIZADO porque se utilizan como sustrato materiales planos.

22, Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 21,
CARACTERIZADO porque se utilizan como sustrato materiales con forma
de banda como por ejemplo, lémina de pollmeros tales como poliéster,
polipropileno, propiletileno, poliamida, poliimida, policarbonato, papel,

carton, cintas metélicas o sus combinaciones.

23. Procedimiento conforme a la reivindicacién 22,

CARACTERIZADO porgue los materiales planos estén recubiertos con una
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capa de barrera, por ejemplo, una capa de Al, una capa de SiOx y/o una

capa de AlOx.

24. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 23,
CARACTERIZADO porque el sustrato estéd provisto de otra capa de un
monémero organico y luego se recubre este sustrato de otro modo

mediante técnica de vaclo.

25. Procedimiento conforme a una de las reivindicaciones 1 a 24,
CARACTERIZADO porque se aplica el mon6mero orgénico mediante un

procedimiento de técnica de vaclo y/o mediante lacado.

26. Procedimiento conforme a una de las relvindicaciones 1 a 25,
CARACTERIZADO porque se utiliza para proteger una superficie de un
sustrato, en especial durante el transporte del semiconductor, de
influencias y/o dafios gulmicos y/o mecénicos y/o como méscara para

modificar estructuralmente las propiedades de la superficie del sustrato.

27. Procedimiento conforme a una de las reilvindicaciones 1 a 24,
CARACTERIZADO porque se utiliza para fabricar una pieza bruta para disco
0 una célula solar protegida contra influencias ambientales qufmicas y/o

mecanicas.
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Tdustria y Comercio
SUPERINTENDENCIA
2do. EXAMEN DE FORMA PATENTE DE INVENCION
Fono;{.

Radicacién no OO -€118).
Concepto Técnico no_S89 Clasificacion Interacional de P PA® Y

Practicado el examen de acuerdo a lo establecido en el Art 38 de la Decisién 486 se determind que
esta soficitud de Patente de Invencidn:

"%1 NO[]  Contiene un resumen de la invencion (Art26-e).

sh\n NO[]  Contiene el titulo o nombre de la Invencién (Art27-d).

%1 NO[]  Contiene la descripcion de la invencion {Art 26-b).

sh*n NO[ ] Nogs_d)mucABLE[ ] Contiene los dibujos necesarios para comprender la invencion

SI\N] NO[ ] Contiene una o mas reivindicaciones. (Art.26-c).

SI[] NO[] NOESAPLICABL}N] Han sido desarrollados los productos y/o procedimientos a partir
de recursos genédlicos o de sus productos derivados de los que cualquiera de los Palses
Miembros es pals de origen. (Art 26- h).

SI{] NOf1 NO ES APLICABLE [\lLos productos ylo procedimientos han sido obtenidos o
desamollados a partir de los conocimientos fradicionales de las comunidades indigenas,
afroamericanas, o locales de los paises miembros, de acuerdo a lo establecido en la
Decision 391 y sus modificaciones y reglamentaciones vigentes.(Art 26-i).

S} NOLJ.  Lainvencion se refiere a un producto relativo a un material biolgico. (Art 26-J).
NO{}  Laprioridad coincide con la materia reivindicada.
Sl NO[] CUMPLELOSREQUISITOS TECNICOS

OBSERVACIONES Y OTROS: SI{N] NO [ ] ver hojals) anexa(s)
e ACEPTA LLEND CAPTIMID  RENVIDOIATORAC D& Foudd Sp aLsd

EXAMINADOR TECNICO
SO00AD

Bogota D. C, 3 AGR: Od.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7y 10
Conmutador: 382 0840
Fax: 382°2695
. Emal:info@sic.gov.co
" WAWWRCGOV.CO
Bogotd, D.C., Colombia
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Industria y Comercio

SUPERINTENDENCIA

Folo 7/ -

2020
Bogota DC

Doctora
MARGARITA CASTELLANOS ABONDANO

Apoderada

REFERENCIA: Radicacién No. 00-69182

Trémite 002
Evento 001
Actuacién 418
Oficio No. 730
Folios 001

Teniendo en cuenta que la solicitud de privilegio de patente que se tramita bajo el
expediente indicado en la referencia, redne los requisitos de forma establecidos en los
articulos 26 y 27 de la Decisién 486 de la Comisidén de la Comunidad Andina, y en las
demas disposiciones vigentes sobre la materia, se envia el extracto de la solicitud a la
Oficina de Comunicaciones para efecto de su publicacién en la Gaceta de Propiedad
Industrial, conforme lo establece el articulo 40 de la misma Decisién.

Cdmplase

Dado en Bogoté DC, a los, | 7 ABR. 2082

ALIX CARMENZA CESPEDES DE VERGEL
ivisibn de Nuevas Creaciones

Bogotd, DC, J)j¢- ZOOZ.  El extracto de esta solicitud fue publicado en el nimero $/ £ de
la Gaceta de Propiedad Industrial, de fecha . 30-0OS ~©2 . El término habil sefalado por la
ley expirt el -17_ o% - ©2 ySI_NOX se presentaron oposiciones por parte de terceros.

Carrera 13 No. 27-00 Pisos 5, 7y 10
Conmutador: 382 0840
+ Fax: 382 2695
202042 E-mall: info@sic.gov.co
www.slc.gov.co
Bogots, D.C., Colombia



SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

EDICTO No.

RADICACION: O® 69182

LA SECRETARIA GENERALAD-H C
HACE SABER:

Y62

Que esta Superintendencia profirié la Resolucion No.

NNaN181S

e

de ! g mc' m . Que el contenido de

la parte resolutiva es como sigue: El Superintendente de Industria y Comercio, en ejercicio de sus facultades legales y

CONSIDERANDO....

RESUELVE

ol expedienis de s jeforencs.
ARTICULO SEGUNDC:
Forderung Der

Qo contre ella proceds _ &l ecarso de reposicidn
Comercio, sl momenis de is notiicacitn o dantro e los 5 dias

—

ARTICULD PRIGERQ: Decerar shndonad i st de priviegio de patends de invencion contenide en

© & quien haga sus
. : vecas, quien ackis como apoderads de Fraunholer-

.V, eniregindole cople da ls misma, advirkindole
Irerpuesto anie of Supariniendenis de industis y
hiiblley siguisnisy « ella.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE
Dada en Bogo, D.C..ake 19 DiC, 200

EWFMYWE}

CARLOS GERMAN CAYCEDO ESPINEL. -

Para notificar a los interesados, se fija el presente EDICTO en lugar visible al piblico en la SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO, por el término de (10) diez dias habiles contados a partir de las 8:30 a.m. de hoy.

Secretarla General Ad - Hoc n § EE m
18 FER o003 -

Este edicto se desfija hoy

Secretaria General Ad - Hoc

las j!noo (5:00 p.m.) &D



